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【はじめに】サファイアは紫外から赤外まで高い光学的透明性を示し、その低屈折率、機械的強

度、高温安定性、絶縁性と相まって、フォトニクスやエレクトロニクスの多様な用途への応用が

期待されている。一方、GaAs はダイレクトバンドギャップ材料であり、優れた半導体光源として

広く利用されている。サファイアと III-V 族半導体は熱膨張係数が近く、GaAs はより高い電子移

動度を持つ。最近 Kumar らは、サファイア基板上に高品質の GaAs を成長させることに成功した

[1]。彼らの方法は、成長の初期段階で AlAs バッファ層を採用し、その後の GaAs の成長を最適化

した。AlGaAs は一般に GaAs よりも高い成長温度で形成できるため、サファイア基板上へのヘテ

ロエピタキシャル成長に有利に働くと期待される。本研究では、GaAs よりもバンドギャップが大

きく、良質なヘテロ接合を形成する可能性のある AlGaAs をサファイア基板上に成長させる試み

について報告する。 

【実験・結果】サファイア(0001)基板上に分子線エピタキシー(MBE)法で Al₀.₂Ga₀.₈As を成長させ、

その結晶特性と表面形態を評価した。成長は、基板温度 650℃の熱処理後、560℃で 5nm の AlAs

バッファ層を成長し、730℃で Al₀.₂Ga₀.₈As 層（厚さ 200 

nm および 500 nm）を成長させた。X 線回折(XRD)解析

では、AlGaAs(111)回折に起因するピークが観測され、

エピタキシャル成長が確認された。Fig. 1 は、厚さ 200 nm

の Al₀.₂Ga₈As 層の AFM 像である。この画像から、200 nm

の試料に三角形状構造とステップ構造（高さ 2.5 nm、幅

26 nm）が見られた。この画像の二乗平均平方根（RMS）

粗さは約 7 nmであった。膜厚を 500 nmに増加させると、

三角形状構造が拡大した。一方、低温で成長した GaAs

試料では粗い粒状構造（RMS 粗さ約 9 nm）が観察され、

AlGaAs の優れたエピタキシャル成長特性が確認された。 
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Figure 1. AFM observation of 200 nm 

Al0.2Ga0.8As sample surface. 
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